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半导体激光器的外色散腔选模和调谐

半导体激光器的选模和调谐是扩大半导体激光

器应用范围的重要课题之一。我们开展了半导体激

光器外色散腔选模和调谐的实验研究，获得了半导

体激光器的单纵模振荡，使输出光束的单色性明显

改善，单面输出功率有所增加，并可在一定的波长范

围内进行调谐。这样的激光器在光纤通讯、光纤测

试及激光光谱学研究等领域都具有实用意义。 '

实验装置如图 1 所示。由激光器解理面 α 发出

的光通过透镜 I 准直射到光栅上p 其中某个纵模的

光经光栅反射返回至激光器的有源区，而其它模被

抑制，从而达到选模目的。调节光栅角度可改变输

出波长实现调谐。透镜 II 和摄谱仪用来观察和拍

摄输出光谱。
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图 1

实验中所用激光器由中国科学院半导体所提

供p 为室温、 连续工作的 GaAs-AIGaAs双异质结条

形激光器，解理面无涂层。光栅由北京光学仪器广

提供，为反射式光栅，刻线为 600 条/毫米，闪耀波长

为 90001。

所得实验结果如下z

(1) 当电流为阂值电流的1.05-1. 20 倍时，观

察到选模和调谐现象p 如图 2所示。图 2(α〉为无外

腔时的激光器谱线强度分布;图 2(b) 为同一激光器

在同样电流条件下具有外光栅谐振腔时的谱线强度

分布。两者比较可凡， 后者激光功率集中在一个模

式中而其它纵模被抑制p 并且单面输出功率为无外

腔时的1.5 倍以上。估计谱线宽度 <0.11，由光谱
仪的分辨率所限制。图 2(c) 为转动光栅时所得的另

一模式的激光输出。测得调谐范围约为 30-501。
(2) 改变光栅至激光器距离(囱 40→ 30 厘米)，

而电流条件|司上P 发现模的选择性无明显变化。增

加电流至阙值电流的1. 20 倍以上(其它条件不变)，

观察到模的竞争现象h选择性变差。图 2(均为观察

到的模竞争情况。
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(3) 半导体激光器使用光栅或平镜外腔后的输

出特性和无外腔时相比，除具有阙值降低、外微分盘

子效率提高等优点外(如图町的、 (b)所示)，尚有一

突出优点，即可使输入电流和输出功率关系曲线中

的扭折(Kink) 向高功率方向移动p如图 3(c) 、 (d)所

示。从而使该器件线性调制范围扩大。可见外腔祸

合对改进半导体激光器性能将起积极作用。
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因 3 有外腔与无外腔时激光器电流-单面输出相对功率曲线比较
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